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  ل دومفص               

 MOSفیزیک مقدماتی افزاره 

فرض  3Vرا هر جا که لازم است برابر با 

وقتی که  GSVرا به عنوان تابعی از 
3DSVفرض کنید که  V=. 

ID ان برابر است بایو جر ≈ 0. 
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فیزیک مقدماتی افزاره 

  مسائل
را هر جا که لازم است برابر با  DDVاستفاده کنید و  2-1هاي جدول  براي مسائل زیر از داده

  .کنید مگر آنکه غیر از این گفته شود
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را به عنوان تابعی از  PFETو یک  NFET، جریان یک =
GSV  3تا  0ازV  فرض کنید که . کند، رسم کنید میتغییر

  : حل
و جرخاموش است  Vx<Vth(0.7V) يبه ازا NFETیستور زتران –الف 

0.7)براي  )x thV V V≥ مقدار جریان برابر است با:  

  

2( 0.7) (1 .3)µ λ− +

مسائل
براي مسائل زیر از داده

کنید مگر آنکه غیر از این گفته شود
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